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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向されるように配置される第１、２基板と、
　前記第１基板内部面に形成された薄膜トランジスターを持つマトリックス形態のアレイ
素子と、前記各アレイ素子に対応される第２基板内部面に形成された有機電界発光ダイオ
ード素子によって定義される画面具現部と、
　前記画面具現部内に位置して、前記各アレイ素子及び有機電界発光ダイオード素子を連
結して、前記第１、２基板の間隔を維持するようにする第１電気的連結パターンと、ここ
で、前記第１電気的連結パターンは前記第１基板から延伸してその最上部表面と前記第２
電極が接続し、
　前記第１、２基板を合着するために第１、２基板の端に形成されたシールパターンと、
　前記画面具現部外部からシールパターンまでの領域に形成された多数の第１ダミースペ
イサーと、
　前記シールパターン材料内に形成され、前記第１ダミースペイサーに比べてより稠密に
形成された多数の第２ダミースペイサーが含まれことを特徴とするデュアルパネルタイプ
有機電界発光素子。
【請求項２】
　前記第１ダミースペイサー及び第２ダミースペイサーはそれぞれ異なる稠密度を持って
形成されることを特徴とする請求項１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項３】
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　前記第１電気的連結パターンは前記第１及び第２ダミーパターンスペイサーに比べてよ
り稠密に形成されることを特徴とする請求項１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界
発光素子。
【請求項４】
　前記シールパターンはグラスファイバーが含まれないシーラントよりなることを特徴と
する請求項１に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子。
【請求項５】
　第１、２基板を具備する段階と、
　前記第１基板の上部アレイ領域上にサブピクセル別にスイッチング素子を持つアレイ素
子を形成する段階と、
　前記アレイ素子層上部に、前記薄膜トランジスターと連結され、前記第１基板から延伸
する第１電気的連結パターンと、前記アレイパッド部の一つと第１電極を連結させる第２
電気的連結パターンと、ここで、前記第２電気的連結パターンは前記第１基板から延伸し
てその最上部表面と前記第１電極が接続し、画面具現部以外の領域に形成された前記第１
基板から延伸する第１ダミースペイサーと、互いに一定間隔を置くように第２ダミースペ
ーサーを形成する段階と、ここで、前記第２ダミースペイサーは前記第１ダミースペイサ
ーに比べより稠密に形成され、
　前記第２基板上に投光性を持つ導電性物質で成り立った第１電極を形成する段階と、
　前記第１電極上部に有機電界発光層を形成する段階と、
　前記有機電界発光層上部にサブピクセル単位で第２電極を形成する段階と、
　前記第１、２基板を前記第１及び第２電気的連結パターンで連結する段階と、
　前記第１、２基板のある一つの基板の端部にシールパターンを形成して、第１、２基板
を合着することにおいて画面具現部外部からシールパターンまでの領域に第１ダミースペ
イサーを形成して、前記シールパターン材料内に第２ダミースペイサーを形成する段階が
含まれることを特徴とするデュアルパネルタイプ有機電界発光素子製造方法。
【請求項６】
　前記第１ダミースペイサー及び第２ダミースペイサーはそれぞれ異なる稠密度を持って
形成されることを特徴とする請求項５に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の
製造方法。
【請求項７】
　前記シールパターンはグラスファイバーが含まれないシーラントよりなることを特徴と
する請求項５に記載のデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機電界発光素子(ELD)に関し、具体的には、有機電界発光ダイオード素子と
薄膜トランジスターを含むアレイ素子が互いに異なる基板に形成されるデュアルパネルタ
イプ有機電界発光素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　新しい平板ディスプレー中の一つである有機電界発光素子はそれ自体発光型であるため
液晶表示装置に比べ視野角、対照比等が優秀でバックライトが必要ではないので軽量薄型
化が可能で、消費電力の側面でも有利である。そして直流低電圧の駆動が可能で、応答速
度が早く全部固体であるため外部衝撃に強くて使用温度の範囲も広く特に製造費用の側面
でも廉価な長所を持っている。
【０００３】
　図1は一般的なアクティブマトリックス型有機電界発光素子の基本画素の構造を現わし
た図面である。
【０００４】
　図示したように、第1方向で走査線が形成されていて、第1方向と交差される第2方向に
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形成されて、互いに一定間隔を置いた信号線及び電力供給線が形成されていて、一つの画
素領域を定義する。
【０００５】
　前記走査線及び信号線の交差地点にはアドレッシングエレメントであるスイッチング用
薄膜トランジスター(TS ; Switching TFT)が形成されていて、このスイッチング用薄膜ト
ランジスター(TS)と連結されてストレージキャパシタンス(CST)が形成されていて、前記
スイッチング用薄膜トランジスター(TS)及びストレージキャパシタンス(CST)の連結部及
び電力供給線と連結され、電流源エレメントである駆動用薄膜トランジスター(TD)が形成
されていて、この駆動用薄膜トランジスター(TD)には陽極(＋)が連結されていて、陽極(
＋)は正電流駆動方式の有機電界発光ダイオード(E)を通じて陰極(－)と連結されている。
【０００６】
　前記有機電界発光ダイオード素子(E)によって連結された陽極(＋)及び陰極(－)は有機
電界発光素子を構成する。
【０００７】
　前記スイッチング用薄膜トランジスター(TS)は電圧を制御して、ストレージキャパシタ
ンス(CST)は電流源を貯蔵する役目をする。
【０００８】
　以下、前記アクティブマトリックス型有機電界発光素子の駆動原理に対して説明する。
【０００９】
　前記アクティブマトリックス方式では選択信号によって該当電極に信号を印加すれば、
スイッチング用薄膜トランジスターのゲートがオン(ＯＮ)状態になって、データ信号がこ
のスイッチング用薄膜トランジスターのゲートを通過して、駆動用薄膜トランジスターと
ストレージキャパシタンス(ＣＳＴ)に印加されて、駆動用薄膜トランジスターのゲートが
オン(ＯＮ)状態になれば、電源供給線から電流が駆動用薄膜トランジスターのゲートを通
じて有機電界発光層に印加されて発光するようになる。
【００１０】
　この時、前記データ信号の大きさによって、駆動用薄膜トランジスターのゲートの開閉
の程度が変わって、駆動用薄膜トランジスターを通じて流れる電流量を調節して階調表示
ができるようになる。
【００１１】
　そして、非選択区間にはストレージキャパシタンス(ＣＴＩ)に充電されたデータが駆動
用薄膜トランジスターに継続して印加されて、次の画面の信号が印加されるまで持続的に
有機電界発光素子を発光させることができる。
【００１２】
　以下、従来の有機電界発光素子のパネル構造に対して図面を参照して説明する。
【００１３】
　図2A乃至2Cは従来の有機電界発光素子に対する図面として、図2Aはパネル全体平面図で
、図2Bはパネル全体断面図で、図2Cは前記図2Aの切断図IIc-IIcに沿って切断した断面を
図示した断面図である。
【００１４】
　図2Aは、第1領域(IIa)と、第1領域(IIa)の周辺部を囲む第2領域(IIb)を持つ基板(10)が
配置されていて、第2領域(IIb)の四辺にはそれぞれ第1乃至第4アレイパッド(20, 22, 24,
 26)が形成されている。
【００１５】
　図面で提示しなかったが、前記第1領域(IIa)内には前記図1で説明されたゲート配線、
データ配線、パワー配線等が多数個形成されて、画素領域別に発光部が含まれる。
【００１６】
　一例で、第1アレイパッド(20)はゲート配線にゲート信号を印加するゲートパッドグル
ープで成り立って、第2アレイパッド(22)はデータ配線にデータ信号を印加するデータパ
ッドグループで成り立って、第3アレイパッド(24)はパワー配線にVdd信号を印加するパワ
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ーパッドグループで成り立って、第4アレイパッド(26)はグラウンド電流が印加されるグ
ラウンドパッドに該当する。
【００１７】
　ここで、第4アレイパッド(26)はワンパターン構造で他のアレイパッドに比べ大きい面
積を持っているが、これは共通電極用アレイパッドで直流電圧が印加される電気的特性に
よるのである。
【００１８】
　そして、前記基板(10)の第1領域(IIa)はエンカプセレーション用基板(30)によって外部
と遮断されるように封じられている。前記エンカプセレーション用基板(30)は薄膜型保護
膜又はグラス基板又はプラスチック基板等で成り立つことができる。
【００１９】
　以下、図2Bはエンカプセレーション構造を中心に図示し、パッド部に対する図示は省略
した。
【００２０】
　図示したように、基板(10)の第1領域(IIa)内には画素領域(P)単位で薄膜トランジスタ
ー(T)が形成されていて、薄膜トランジスター(T)と連結されて画素領域(P)別に第1電極(1
2)が形成されていて、第1電極(12)上部には赤、緑、青の色を発光させる有機電界発光層(
14)が形成されていて、有機電界発光層(14)上部全面には第2電極(16)が形成されている。
【００２１】
　すなわち、前記第2電極(16)は一種の共通電極に利用される電極に該当する。
【００２２】
　前記第1、 2電極(12, 16)及び第1、 2電極(12, 16)の間に介在された有機電界発光層(1
4)は有機電界発光ダイオード素子(E)を成して、図面で提示しなかったが、一例で第1電極
(12)を投光性電極物質で形成して有機電界発光層(14)から発光された光が第1電極(12)の
方に発光される下部発光方式に駆動されることができる。
【００２３】
　そして、前記基板(10)の第1領域(IIa)を囲む端部には、エンカプセレーションヨン用基
板(30)によって基板(10)の第1領域(IIa)を封じさせるためのシールパターン(32)が形成さ
れている。
【００２４】
　一方、前記第2電極(16)は前述したある一つのアレイパッドとの電気的連結を通じて電
流を印加されるようになって、これに対する具体的な構造は下記図2Cに図示したように、
有機電界発光ダイオード素子(E)用第2電極(16)は一例で、第4パッド(26)と電気的に連結
される構造を持っている。
【００２５】
　前記第1領域(IIa)は、画面具現部である第1a領域(IIaa)と、画面具現部とシールパター
ン間の区間領域である第1b領域(IIab)で定義することができるが、前記第2電極(16)と第4
パッド(26)は前述した第1b領域(IIab)で電気的に連結される。
【００２６】
　すなわち、前記第2電極(16)の一側は第1a領域(IIaa)で第1b領域(IIab)の方へ延長形成
されて、第4パッド(26)の一側は第2領域(IIb)で第1b領域(IIab)の方へ延長形成された構
造を持つ。
【００２７】
　前述したように、従来の有機電界発光素子は薄膜トランジスターを含むアレイ素子と有
機電界発光ダイオード素子が全部形成された基板と、別途のエンカプセレーション用基板
の合着を通じて素子を製作した。
【００２８】
　これによって、アレイ素子の収率と有機電界発光ダイオード素子収率の倍が有機電界発
光素子の収率を決定するので、従来には後半工程に該当する有機電界発光ダイオード素子
の製造工程によって全体工程収率が大きく制限される問題点があった。
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【００２９】
　例えば、アレイ素子が良好に形成されたと言っても、 1,000 Å程度の薄膜を使う有機
電界発光層の形成時に異物やその他の要素によって不良が発生するようになれば、有機電
界発光素子パネルは不良等級として判定される。
【００３０】
　これによって、良品のアレイ素子を製造するのに必要となった諸般の経費及び材料費損
失が招来されて、生産収率が低下される問題点があった。
【００３１】
　そして、前記有機電界発光素子は電極の透明性によって上部発光方式と下部発光方式に
区分される。
【００３２】
　この中で、下部発光方式はエンカプセレーションによる安全性及び工程の自由度が高い
反面開口率の制限があって高解像度の製品に適用しにくい問題点があって、上部発光方式
は薄膜トランジスター設計が容易で開口率向上が可能なため製品寿命の側面で有利だが、
既存の上部発光方式構造では有機電界発光層上部に通常的に陰極が位置することによって
材料選択幅が狭いため透過度が制限されて光効率が低下される点と、光透過度の低下を最
小化するために薄膜型保護膜を構成しなければならない場合外気を充分に遮断することが
できない問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　本発明では、前述した従来有機電界発光素子の生産収率及び光効率問題を解決して高解
像度/高開口率構造の有機電界発光素子を提供することを目的にして、これのために、薄
膜トランジスターを含むアレイ素子と有機電界発光ダイオード素子を互いに異なる基板に
形成するデュアルパネルタイプの有機電界発光素子を提供しようとする。
【００３４】
　本発明の他の目的は、有機電界発光ダイオード素子用電極とアレイ基板に形成されるパ
ッド間の電気的連結を安定的に遂行することができるパターン構造及びその製造方法を提
供することである。
【００３５】
　本発明の更に他の目的は、画面の具現部とシールパターンまでの領域に第1ダミースペ
イサー等を形成して、前記シールパターン内部に第2ダミースペイサー等を形成して、前
記第1ダミースペイサー等と第2ダミースペイサー等の稠密度を互いに異なるようにするこ
とで、上、下板間の間隔を画面の具現部内部と殆ど同じように維持して、第2ダミースペ
イサーはシールパターンの補強材の役目を遂行する有機電界発光素子を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　前記目的を果たすために本発明の一実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素
子は、第1領域と、第1領域の周辺部を成す第2領域が定義された第1基板上部に形成されて
、前記第1領域に形成された多数個の薄膜トランジスターと、前記第2領域に形成された外
部回路と連結される多数個のアレイパッド部を持つアレイ素子層と;前記第1基板のアレイ
パッド部を露出させる面積を持って、前記第1基板と対応される第1領域を持つ第2基板下
部に、順序通りに形成された第1電極、有機電界発光層、第2電極で成り立った有機電界発
光ダイオード素子層と;前記薄膜トランジスターと第2電極を連結させる第1電気的連結パ
ターンと;前記ある一つのアレイパッド部と第1電極を連結させる第2電気的連結パターン
と;前記第1、 2基板の枠部に位置するシルパターンと;前記第1領域の画面具現部とシルパ
ターン部間の区間に位置して、前記第1、 2基板のセルキャップを一定に維持させるダミ
ースペイサーを持つ。
【００３７】
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　前記目的を果たすために本発明の他の実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光
素子は、互いに対向されるように配置される第1、 2基板と;前記第1基板内部面に形成さ
れた薄膜トランジスターを持つマトリックス形態のアレイ素子と、前記各アレイ素子に対
応される第2基板内部面に形成された有機電界発光ダイオード素子によって定義される画
面具現部と;前記画面具現部内に位置して、前記各アレイ素子及び有機電界発光ダイオー
ド素子を連結して、前記第1、 2基板の間隔を維持するようにする第1電気的連結パターン
と;前記第1、 2基板を合着するために第1、 2基板の端に形成されたシールパターンと;前
記画面具現部外部からシールパターンまでの領域に形成された多数の第1ダミースペイサ
ー等と;前記シールパターン内部に形成された第2ダミースペイサー等が含まれることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子及びその製造方法によれば、第一
に、アレイ素子と有機電界発光ダイオード素子を互いに異なる基板上に形成するために生
産収率及び生産管理効率を向上させることができるし、製品の寿命を延ばすことができる
。
【００３９】
　第二に、上部発光方式のため薄膜トランジスター設計が容易になって高開口率/高解像
度の具現が可能である。
【００４０】
　第三に、基板セルキャップを一定に維持しながら有機電界発光ダイオード素子とアレイ
パッドの電気的連結を容易にできる。
【００４１】
　第四に、ダミースペイサーによって、画面の具現部とシールパターン部での基板の撓み
現象を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、本発明による望ましい実施例を図面を参照して詳細に説明する。
【００４３】
－第1実施例－
　図3は本発明の第1実試例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に対するエンカ
プセレーションの断面構造である。
【００４４】
　図示したように、第1、 2基板(110, 130)が互いに一定間隔を維持して対向されるよう
に配置されていて、前記第1基板(110)上部には画素領域(P)別に形成された薄膜トランジ
スター(T)を含んでアレイ素子層(A)が形成されていて、薄膜トランジスター(T)と連結さ
れ第1電気的連結パターン(120)が形成されている。
【００４５】
　前記第1電気的連結パターン(120)は電導性物質で選択されて、前記第1電気的連結パタ
ーン(120)は厚みがあるように形成されるために絶縁物質を含む多重層に形成されること
もある。
【００４６】
　本実施例では非晶質シリコーンを利用する反転スタッガー型(inverted staggered type
)薄膜トランジスターを一例で提示したし、前記薄膜トランジスター(T)はゲート電極(112
)、半導体層(114)、ソース電極(116)、ドレーン電極(118)で成り立って、実質的に前記第
1電気的連結パターン(120)はドレーン電極(118)と連結される。
【００４７】
　そして、前記第1電気的連結パターン(120)と連結される薄膜トランジスター(T)は駆動
薄膜トランジスターに該当する。
【００４８】
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　そして、前記第2基板(130)の下部全面には第1電極(132)が形成されていて、第1電極(13
2)下部には画素領域(P)別に赤、緑、青に発光層が順序通りに配列された構造の有機電界
発光層(134)が形成されているし、有機電界発光層(134)下部には画素領域(P)単位で第2電
極(136)が形成されている。前記第1、 2電極(132, 136)と第1、 2電極(132, 136)の間に
介在された有機電界発光層(134)は有機電界発光ダイオード素子(E)を成す。
【００４９】
　本実施例では、前記第1電気的連結パターン(120)の最上部面が第2電極(136)下部面と接
触して、薄膜トランジスター(T)から供給される電流が第1電気的連結パターン(120)を通
じて第2電極(136)で伝逹されることによって、有機電界発光ダイオード素子(E)とアレイ
素子層(A)を互いに異なる基板に形成するデュアルパネルタイプで形成しても電気的連結
が可能である。
【００５０】
　そして、前記第1、 2基板(110, 130)は、二つの基板の端部に位置するシールパターン(
140)によって合着されている。
【００５１】
　説明の便宜上、一つの画素領域が一つのサブピクセルに該当して、 3個のサブピクセル
が一つのピクセルを成す2ピクセル構造を一例に図示して、薄膜トランジスター構造及び
第1電気的連結パターンの連結方式は多様に変更される。
【００５２】
　また、本発明によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子は図面上の発光方向のよう
に上部発光方式のため、薄膜トランジスター設計が容易になって高開口率/高解像度の具
現が可能な長所を持つ。
【００５３】
　以下、本発明のまた他の実施例では互いに異なる基板に位置する共通電極とアレイパッ
ドを電気的に連結させるパターンを含む実施例として、前記共通電極とアレイパッドは画
面具現部外郭部で連結されるので、全体的なセルキャップを考慮したパターン構造を含む
ことを特徴とする。
【００５４】
－第2実施例－
　図4A、 4Bは本発明の第2実施例による有機電界発光素子に対する図面として、図4Aはパ
ネル全体平面図で、図4Bはエンカプセレーション構造を中心に図示したパネル全体断面図
として、有機電界発光ダイオード素子とアレイパッド間の連結構造を含んで図示した。
【００５５】
　図4Aでは、第1領域(IVa)と、第1領域(IVa)の周辺部を成す第2領域(IVb)が定義された第
1基板(210)が配置されていて、第1基板(210)の第2領域(IVb)を露出させて、第1基板(210)
の第1領域(VIa)と重畳される領域に第2基板(250)が形成されている。前記第1、 2基板(21
0, 250)が重畳される枠部はシールパターン(260)によって封じられている。
【００５６】
　一方、前記第1領域(IVa)は、多数個のピクセルで構成される画面具現部である第1a領域
(IVaa)と、第1a領域(IVaa)とシールパターン(260)形成部間の間隔領域である第1b領域(IV
ab)で成り立つ。
【００５７】
　前記第1a領域(IVaa)には画素領域(P)別に、第1、 2基板(210, 250)を電気的に連結する
ための第1電気的連結パターン(230)が形成されている。
【００５８】
　そして、前記第1基板(210)の第2領域(IVb)の各四辺部には第1乃至第4パッド(222, 224,
 226, 228)が形成されているが、本実施例では第4パッド(228)と第2基板(250)の素子が電
気的に連結される構造に対することで、第4パッド(228)が第2基板(250)の第1b領域(IVab)
と重畳される領域まで延長形成されている。
【００５９】



(8) JP 4309333 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

　また、第4パッド(228)と第2基板(250)の重畳領域には第4パッド(228)と第2基板(250)素
子を連結させる多数個の第2電気的連結パターン(232)が形成されていて、その他第1b領域
(IVab)には前記第2電気的連結パターン(232)が持つ高さによってセルキャップの差が発生
されることを防止するためのダミースペイサー(234)が形成されていることを特徴とする
。
【００６０】
　前記第1b領域(IVab)で、前記多数個の第2電気的連結パターン(232)及びダミースペイサ
ー(234)は多数個のマトリックスで形成されることもできる。
【００６１】
　以下、本実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の具体的な積層構造に対
して図4Bを参照して、前記図3と重複される部分に対する説明は簡略する。
【００６２】
　図示したように、第1、 2基板(210, 250)が互いに対向されるように配置されていて、
第1基板(210)上には画素領域(P)別にゲート電極(212)、半導体層(214)、ソース電極(216)
、ドレーン電極(218)で成り立った薄膜トランジスター(T)を含むアレイ素子層(A)が形成
されていて、前記薄膜トランジスター(T)上部には、ドレーン電極(218)と連結される第1
電気的連結パターン(230)が形成されている。
【００６３】
　前記第1基板(210)の第1a領域(IVaa)以外の領域には、有機電界発光ダイオード素子(E)
と連結される第4パッド(228)が形成されている。
【００６４】
　そして、前記第2基板(250)下部には第1電極(252)と、有機電界発光層(256)、第2電極(2
58)が順序通りに積層された構造の有機電界発光ダイオード素子(E)が形成されていて、第
2電極(258)は第1電気的連結パターン(230)と電気的に接触されるように位置する。
【００６５】
　より詳細に説明すれば、前記第1電極(252)は共通電極に利用される電極として、一末端
は第1b領域(IVab)まで延長形成されていて、第1電極(252)の下部には画素領域(P)別に境
界部に隔壁(254)が形成されていて隔壁(254)間の区間に有機電界発光層(256)及び第2電極
(258)が画素領域(P)単位で自動パターニングされる。
【００６６】
　前記第2電極(258)は前述した第1電気的連結パターン(230)と電気的に連結されて、第1b
領域(IVab)に位置する第1電極(252)は第2電気的連結パターン(232)を通じて第4パッド(22
8)と電気的に連結されて、第1b領域(IVab)には基板セルキャップを一定に維持するための
ダミースペイサー(234)をより含む。
【００６７】
　前記第1、 2電気的連結パターン(230, 232)は同一工程から同一物質で形成されること
が望ましく、また前記ダミースペイサー(234)は第1、 2電気的連結パターン(230, 232)と
同一工程から同一物質で形成されることが望ましい。
【００６８】
　前記ダミースペイサー(234)パターンの追加によって、既存の画面具現部と周辺部間の
支持パターンの有無による基板の撓み現象を防止することができる。
【００６９】
－第3実施例－
　図5a乃至5cは本発明の第3実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造
工程を段階別で現わした図面として、ダミースペイサー形成部の製造工程を中心に説明す
る。
【００７０】
　図5aは、第1領域(Va)と、第1領域(Va)の周辺部である第2領域(Vb)が定義されていて、
第1領域(Va)は画面の具現部である第1a領域(Vaa)と、画面具現部とシールパターン形成部
間の間隔領域である第1b領域(Vab)で成り立った第1基板(310)上の第1a領域(Vaa)上にゲー
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ト電極(312)、半導体層(314)、ソース電極(316)、ドレーン電極(318)で成り立つ薄膜トラ
ンジスター(T)を含むアレイ素子層(A)を形成する段階と、第1b領域(Vab)及び第2領域(Vb)
にかけてアレイパッド(328)を形成する段階を含む。
【００７１】
　図面で詳細に提示しなかったが、前記アレイパッド(328)は第2領域の四辺部にそれぞれ
位置する四つのパッド中のある一つのアレイパッドを含んで、この中の図面上に表示され
たアレイパッド(328)は有機電界発光ダイオード素子用電極と連結されるパッドに該当す
る。
【００７２】
　そして、前記薄膜トランジスター(T)及びアレイパッド(328)を覆う領域に、前記ドレー
ン電極(318)及びアレイパッド(328)を一部露出させる第1、 2コンタックホール(319, 327
)を持つ絶縁層(329)を形成する段階と、前記絶縁層(329)上部に第1コンタックホール(319
)を通じてドレーン電極(318)と連結される第1電気的連結パターン(330)と、前記第2コン
タックホール(327)を通じてアレイパッド(328)と連結される第2電気的連結パターン(332)
を形成する段階である。
【００７３】
　また、この段階では前記第1b領域(Vab)にダミースペイサー(334)を形成する段階を含ん
で、前記第1、 2電気的連結パターン(330, 332)及びダミースペイサー(334)は同一工程か
ら同一物質で形成するのが望ましく、第1、 2電気的連結パターン(330, 332)及びダミー
スペイサー(334)は全体セルキャップを均一に維持することができる厚みで形成されるこ
とを特徴とする。
【００７４】
　前記第1、 2電気的連結パターン(330, 332)は互いに異なる基板に形成される素子間の
電気的連結のため、ダミースペイサー(334)は全体セルキャップを一定に維持するための
目的で形成されるので、場合によってはダミースペイサー(334)を絶縁性物質で形成する
場合第1、 2電気的連結パターン(330, 332)は選択的に絶縁物質と金属物質を一緒に使う
こともできる。
【００７５】
　この段階では、前記第1基板(310)の第1b領域(Vab)と第2領域(Vb)間の境界部を囲む領域
にシールパターン(360)を形成する段階を含む。
【００７６】
　実質的に、全体セルキャップを均一にさせるために前記第1、 2電気的連結パターン(33
0, 332)及びダミースペイサー(334)のそれぞれの厚さが異なることがあるし、このような
パターン間の厚さの差はアレイ素子層(A)の製造工程で調節するのが望ましい。
【００７７】
　図5bは、前記第1基板(前記図5aの310)と対応される第1a、 1b領域(Vaa, Vab)で成り立
った第1領域(Va)が定義された第2基板(350)上に第1電極(352)、有機電界発光層(354)、第
2電極(356)を順序通り形成して、有機電界発光ダイオード素子(E)を形成する段階として
、前記有機電界発光層(354)及び第2電極(356)は画素領域(P)別にパターニングされ第1a領
域(Vaa)に形成されて、第1電極(352)は別途のパターニングなしに基板全面に形成される
共通電極に利用される電極として、第1電極(352)の一末端は第1b領域(Vab)に延長形成さ
れて露出されるようにする。
【００７８】
　図5cは、前記第1基板(310)のシールパターン(360)を接着剤で利用して、第1、 2基板(3
10, 350)をエンカプセレーションする段階である。
【００７９】
　この段階では、第1基板(310)に形成された第1電気的連結パターン(330)と第2電極(356)
が接触されて、第2電気的連結パターン(332)と第1電極(310)が接触されて、ダミースペイ
サー(334)によって第1a、 1b領域(Vaa, Vab)間のセルキャップを一定に維持することがで
きて、エンカプセレーション工程の中で基板に加えられる圧力(Pr)から基板の撓み現象を
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防止することができる。
【００８０】
－第4実施例－
　図6は本発明の第4実施例によるデュアルパネルタイプの有機電界発光素子の平面図で、
図7は図6の特定領域(III-III')に対する断面図である。
【００８１】
　ただし、図4と同一な構成要素に対しては同一な図面符号を使って、その説明は省略す
る。 
　前記第4実施例では画面具現部とシールパターンまでの領域に第1ダミースペイサー等を
形成して、前記シールパターン内部に第2ダミースペイサー等を形成して、前記第1ダミー
スペイサー等と第2ダミースペイサー等の稠密度を互いに異なるようにすることで、上、
下板間の間隔を画面具現部内部と殆ど同じように維持して、第2ダミースペイサーはシー
ルパターンの補強材の役目を遂行する有機電界発光素子を提供することにある。
【００８２】
　図6を参照すれば、本発明によるデュアルパネルタイプの有機電界発光素子は、画面具
現部(IVaa)外部からシールパターン(660)までの領域に第1ダミースペイサー等(634)が形
成されているし、前記シールパターン(660)内部に第2ダミースペイサー等(未図示)が形成
されているという点にその特徴がある。
【００８３】
　また、前記ダミースペイサーは前記領域上で多様な配列に具備されることができる。す
なわち、図示されたように整列された形態に具備されることができるし、ジグザグ形態で
も具備されることができる。
【００８４】
　図7は図6の特定領域(III-III')すなわち、シールパターン(660)及び前記画面具現部(IV
aa)外部からシールパターン(660)までの領域に対する断面図として、図7に図示されたよ
うに前記シールパターン(660)内部に第2ダミースペイサー等(635)が形成されていて、前
記画面具現部(IVaa)外部からシールパターン(660)までの領域には第1ダミースペイサー等
(634)が形成されている。
【００８５】
　この時、前記第1ダミースペイサー等(634)の稠密度と、前記第2ダミースペイサー等(63
5)の稠密度は互いに異なるが、第2ダミースペイサー等(635)の稠密度が前記第1ダミース
ペイサー(634)等に比べてより大きい。
【００８６】
　すなわち、前記シールパターン(660)内部に形成されたダミースペイサー(634)が前記画
面の具現部(IVaa)外部からシールパターン(660)までの領域に形成されたダミースペイサ
ー(634)に比べてより稠密に形成されているのである。
【００８７】
　ただし、前記第2ダミースペイサー(635)は画面具現部(IVaa)内に形成された第1電気的
連結パターン(230)に比べては不十分に稠密形成される。
【００８８】
　また、前記シールパターン(660)内部に第2ダミースペイサー(635)を形成することによ
って本発明の実施例によるシールパターン(660)の場合は従来とは異なりその内部にグラ
スファイバーが含まれていない。
【００８９】
　この時前記第2ダミースペイサー(635)は既存のグラスファイバーより前記シールパター
ン(660)に対する補強剤の役目をより効率的に遂行するようになる。
【００９０】
　前記のように前記シールパターン(660)内部及び前記画面具現部(IVaa) 外部からシール
パターン(660)までの領域にダミースペイサーを形成することで、前記第1、 2基板(210, 
250)すなわち、上、下基板の間隔を画面具現部内部と殆ど同じように維持することができ
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るようになる。
【００９１】
　すなわち、対面的の有機電界発光素子パネルを形成するようになっても、従来のような
ディスプレー不良は発生されないはずである。
【００９２】
　また、前記シールパターン(660)内部に第2ダミースペイサー(635)を形成することによ
って外部からの水分の遮断効果も得ることができるようになる。
【００９３】
　図8は本発明の第4実施例による有機電界発光素子製造工程の一実施例に対する工程フロ
ー図。
【００９４】
　図6乃至図8を参照して説明すれば、 ST1では、第1基板(210)上にアレイ素子を形成する
段階として、この段階では透明基板上にバッファー層を形成する段階と、バッファー層上
部に半導体層及びキャパシター電極を形成する段階と、半導体層上部にゲート電極、ソー
ス及びドレーン電極を形成する段階と、前記キャパシター電極上部に位置して、前記ソー
ス電極と連結されるパワー電極を形成する段階を含む。この時前記アレイ素子は画面具現
部内にマトリックス形態で形成される。
【００９５】
　この段階では、後続工程で第1、 2基板(210, 250)間の電気的連結のための第1、 2電気
的連結パターン(230, 232)、第1、 2ダミースペイサー(634, 635)及びシールパターン(66
0)が形成される。
【００９６】
　本発明の実施例の場合前記画面具現部外部からシールパターン(660)までの領域に第1ダ
ミースペイサー等(634)が形成されているし、前記シールパターン(660)内部に第2ダミー
スペイサー等(635)が形成されているという点にその特徴がある。
【００９７】
　この時、前記第1ダミースペイサー等(634)の稠密度と、前記第2ダミースペイサー等(63
5)の稠密度は互いに異なるが、第2ダミースペイサー等(635)の稠密度が前記第1ダミース
ペイサー等(634)に比べてより大きい。
【００９８】
　すなわち、前記シールパターン(660)内部に形成されたダミーパターンスペイサー(635)
が前記画面具現部外部からシールパターン(660)までの領域に形成されたダミーパターン
スペイサー(634)に比べより稠密に形成されているのである。
【００９９】
　ST2では、前記第2基板(250)上に第1電極を形成する段階として、前記ST1で形成された
アレイ素子と異なる基板上に形成されることを特徴とする。
【０１００】
　本発明では、有機電界発光ダイオード用第1電極を構成することにおいて、既存と異な
り透明基板上にすぐに形成するために、材料選択幅を広げられるし工程を進行するのがず
っと容易になる。前記第1電極は投光性を持つ導電性物質で選択される。
【０１０１】
　ST3では、前記第1電極上に有機電界発光層を形成する段階として、前記有機電界発光層
は赤、緑、青色を帯びる発光物質で成り立った発光層及び電子または正孔を注入及び輸送
する低分子または高分子物質層で選択される。
【０１０２】
　ST4では、前記有機電界発光層上部に第2電極が形成される。
【０１０３】
　ST5では、前記第1、 2基板を第1、 2電気的連結パターン(230, 232)を利用して電気的
に連結させる段階として、第1基板上に形成された駆動用薄膜トランジスターと第2基板の
有機電界発光ダイオードを連結する役目をする。



(12) JP 4309333 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

【０１０４】
　ST6では、第1、 2基板(210, 230)をエンカプセレーションする段階として、第1、 2基
板のある一基板の端部に形成されたシールパターン(660)を利用して、第1、 2基板を合着
する段階で、この段階では第1、 2基板間の間隔空間を窒素状態で作る段階を含む。
【０１０５】
　このように、従来の有機電界発光素子はアレイ素子製造段階と有機電界発光ダイオード
製造段階の中でどの工程で不良が発生しても有機電界発光素子パネル全体が不良処理され
るが、本発明ではアレイ基板と有機電界発光ダイオード基板それぞれに対する検査工程を
経て良品の二つの基板を合着するので製品不良率を低めることができて、生産管理効率性
を高めることができる。
【０１０６】
　しかし、本発明は前記実施例に限定されないで、本発明の趣旨に外れない限度内で多様
に変更して実施することができる。
【０１０７】
　例えば、本発明による実施例では非晶質シリコーンを利用する薄膜トランジスター構造
に対して提示したが、ポーリシリコーンを利用する薄膜トランジスター構造も適用するこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０８】
　本発明は有機電界発光ダイオード素子と薄膜トランジスターを含むアレイ素子が互いに
異なる基板に形成されるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子において、有機電界発光
ダイオード素子用電極とアレイ基板に形成されるパッド間の電気的連結を安定的に遂行し
て、上、下板間の間隔を画面具現部内部と殆ど同じように維持するようにする産業上利用
可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】一般的なアクティブマトリックス型有機電界発光素子の基本画素構造を現わした
図面。
【図２Ａ】従来の有機電界発光素子に対する図面としてのパネル全体平面図。
【図２Ｂ】従来の有機電界発光素子に対する図面としてのパネル全体断面図。
【図２Ｃ】従来の有機電界発光素子に対する図面としての前記図2Aの切断線IIc-IIcに沿
って切断した断面を図示した断面図。
【図３】本発明の第1実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子に対するエン
カプセレーション断面構造。
【図４Ａ】本発明の第2実施例による有機電界発光素子に対する図面としてのパネル全体
平面図。
【図４Ｂ】本発明の第2実施例による有機電界発光素子に対する図面としてのエンカプセ
レーション構造を中心に図示したパネル全体断面図。
【図５Ａ】本発明の第3実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造工程
を段階別に現わした図面。
【図５Ｂ】本発明の第3実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造工程
を段階別に現わした図面。
【図５Ｃ】本発明の第3実施例によるデュアルパネルタイプ有機電界発光素子の製造工程
を段階別に現わした図面。
【図６】本発明の第4実施例によるデュアルパネルタイプの有機電界発光素子の平面図。
【図７】図6の特定領域(III-III')に対する断面図。
【図８】本発明の第4実施例による有機電界発光素子製造工程の一実施例に対する工程フ
ロー図。
【符号の説明】
【０１１０】
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210 :第1基板
212 :半導体層
214 :ゲート電極
216 :ソース電極
218 :ドレーン電極
230 :第1電気的連結パターン
232 :第2電気的連結パターン
234 :ダミースペイサー
250 :第2基板
252 :第1電極
254 :隔壁
256 :有機電界発光層
258 :第2電極

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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